
 
Fig. 1 (a) TRPL decay curves and their (b) fast and 
slow components (τ1 and τ2, respectively) of the NBE 
emission of the bulk ZnO substrates before and after 
CMP. 
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【はじめに】ZnO は、室温における禁制帯幅が広く(3.37 eV）、励起子束縛エネルギーが 59 meV

と大きいことから、それらの特徴を生かした光･電子デバイス用材料として期待されている。これ

までに、p-i-n接合発光ダイオードの紫外線発光[1]や、室温における励起子―励起子散乱による誘

導放出現象[2]が報告されているが、デバイス作製時の加工プロセスにより発生する、表面再結合

やバルク領域で非輻射再結合の原因となる欠陥の挙動や回復過程については十分に理解されてい

ない。本講演では、加工プロセス前後における表面付近での非輻射再結合過程を時間分解フォト

ルミネッセンス（TRPL）法により観測した結果を報告する。 

【実験と結果】ZnOの加工プロセスとして Chemico-mechanical polishing（CMP）をとりあげ、処

理前後で TRPL測定を行った。測定試料は水熱合成法を用いて作製した ZnO単結晶であり、TRPL

測定の励起光源には、モードロック・チタンサファイアレーザの第 3高調波（波長 267 nm）を用

いた。室温でバンドを励起するのに十分なエネルギーを持つ第 2 高調波でなく第 3 高調波を用い

た理由は、表面近くでの再結合過程を強調

して観測するためである。 

CMP 前後でのバンド端（NBE）発光の

減衰曲線を Fig. 1 に示す。Zn 極性面に

CMP を行った場合、減衰寿命が測定下限

（1 ps）以下となるほど非輻射再結合中心

（NRC）が導入された。一方、O極性面の

場合、CMP 前後で減衰寿命に有意な変化

はみられず、新たな NRCの導入は少ない

と考えられる。 
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